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Procedeu de obtinere a nanostructurilor de ZnO, care include evaporarea unui amestec de pulberi de ZnO si carbune si
depunerea nanostructurilor pe suporturi cristaline din materiale semiconductoare sau dielectrice, caracterizat prin aceea
cd evaporarea amestecului este efectuatd in mediul ambiant, totodatd temperatura sursei fiind mentinutd intre
900...1450 °C, iar gradientul de temperatura dintre sursa si suport este stabilit in marime de 10...120 °C.



